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MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta invención se refiere a un método para realizar 
conexiones eléctricas con un dispositivo semiconductor. —

Un método segdn la invención incluye las etapas de 
depositar una capa de níquel sobre el dispositivo semicon­
ductor, difundir el níquel por el dispositivo semiconductor 
a una temperatura tal que el níquel se adhiera al dispositi 
vo y deje una capa de níquel libre sobre la superficie del 
dispositivo, y realizar la conexión eléctrica con dicho ní­
quel libre de la superficie del dispositivo. —  - - - ---

Las operaciones de difusión y de conexión pueden, 
en algunos casos, constituir una sola etapa. ------------

En un ejemplo de la invención, se deposita una capa 
de níquel de aproximadamente 0,07 mieras de espesor sobre 
un dispositivo semiconductor y se realizan las conexiones 
eléctricas requeridas con el dispositivo por soldadura con 
una suelda de aleación de plomo-estaño durante un tiempo de 
entre 5 y 60 segundos a 3202C, siendo suficiente la tempera 
tura del proceso de soldadura para difundir parte de la ca­
pa de níquel por el dispositivo y quedando una película de 
níquel libre adherida a la superficie del dispositivo. ---
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Preferentemente, la capa de níquel se deposita sobre 

el dispositivo semiconductor por medio de un método anelec­
trolítico de recubrimiento tal como, por ejemplo, el uso de 
una solución de recubrimiento de níquel que contiene hidraci 
na como agente reductor. El dispositivo semiconductor se su­
merge entonces primero en una solución de ácido fluorhídrico, 
luego se enjuaga y se sumerge en una solución de cloruro de 
oro. El dispositivo sé sumerge entonces en una solución de 
recubrimiento compuesta por acetato de níquel, ácido giicóli 
co, tetra-acetato de etilendiamina tetrasódico o disódico e 
hidracina, manteniéndose la solución de recubrimiento a una 
temperatura de 75^0-95^0 y a un pH de 10,0-11,5. Las propor­
ciones de los constituyentes y el tiempo durante el cual el 
dispositivo se sumerge en la solución de recubrimiento son 
tales que se deposite sobre el dispositivo una capa de níquel 
de 0,07 mieras de espesor, después de lo cual el dispositivo 
se lava en agua desionizada y se seca. - - - - -  ----  - --

El espesor del níquel depositado sobre la superficie 
del dispositivo puede ser de hasta 0,2-0,3 mieras o más pero 

20. es importante que el espesor no sobrepase este limite dado
que el depósito resultante salta muy fácilmente. De hecho, el 
espesor de la capa de níquel requerida a depositar sobre el 
dispositivo depende del historial del dispositivo, del acaba­
do superficial del dispositivo y de otros parámetros que in- 

25. cluyen el tipo de dispositivo a fabricar. - - - - - - - - - -

Se observará que la operación de difusión puede ser 
independiente de la etapa de conexión. --------------------
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Se declaran de novedad y propiedad para España, sus 
territorios y plazas de soberanía, las siguientes: - - - - -

R E I V I N D I C A C I O N E S

5. 1.- Método para realizar conexiones eléctricas con
un dispositivo semiconductor, caracterizado porque incluye 
las etapas de depositar una capa de níquel sobre el disposi­
tivo semiconductor, difundir el níquel por el dispositivo se 
miconductor a una temperatura tal que el niquelase adhiera

10. al dispositivo y deje una capa de níquel libre sobre la su­
perficie del dispositivo, y realizar la conexién eléctrica 
con dicho níquel libre de la superficie del dispositivo. —

2. - Método según la reivindicación 1, caracterizado 
porque la difusión del níquel por el dispositivo y la reali-

15. zación de la conexión eléctrica con dicho níquel libre de la
superficie del dispositivo constituyen una sola etapa. ----

3. - Método según la reivindicación 1 o 2, caracteri­
zado porque la conexión eléctrica se realiza con el disposi­
tivo,, por soldadura con una suelda de aleación de estaño-plo

20. mo. - - -------------------------- ---------------------

4.- Método según cualquiera de las reivindicaciones
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5.- Método segJn la reivindicación caracterizado 

porque se emplea en la técnica anelectrolítica de recubri­
miento con níquel una solución de recubrimiento que contie­
ne hidracina como agente reductor para depositar el níquel 
de la solución de recubrimiento sobre el dispositivo semi­
conductor. ---------- —  ------------ - - - - - - - - -

6.- "METODO PARA REALIZAR CONEXIONES ELECTRICAS CON 
UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR". --------------------------

Todo ello conforme se describe y reivindica en la 
10. presente memoria que consta de cinco hojas, foliadas y meca

nografiadas por una sola de sus caras.

BARCELONA, 27 EEB.1970
R A  Ai CUMÍÍ SUÑOL
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